
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201510134558.3

(22)申请日 2015.03.26

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 106158021 A

(43)申请公布日 2016.11.23

(73)专利权人 旺宏电子股份有限公司

地址 中国台湾新竹科学工业园区力行路16

号

(72)发明人 陈士弘　

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任

公司 11021

代理人 任岩

(51)Int.Cl.

G11C 16/08(2006.01)

G11C 16/24(2006.01)

(56)对比文件

CN 102194821 B,2013.06.19,

CN 102405499 A,2012.04.04,

US 8822322 B2,2014.09.02,

审查员 梁静静

 

(54)发明名称

具有译码器及局部字符线驱动器的三维与

非门存储器

(57)摘要

本发明公开了一种存储器。存储器包括由多

个堆叠、多个导电垂直结构、多个存储元件、多个

导线及一控制电路。所述堆叠由多个导电条带所

组成。所述导电垂直结构正交于所述堆叠。存储

元件位于所述堆叠与些导电垂直结构的侧表面

的交会点的邻接区域。所述堆叠包括一底层、多

个中间层及一顶层。多个第一导线电性耦接于顶

层。多个第二导线及多个第三导线电性耦接于所

述中间层。控制电路用于使所述第一导线选择所

述堆叠的至少一第一特定堆叠、使所述第二导线

选择该至少一第一特定堆叠、并使所述第三导线

选择所述中间层的至少一层。
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1.一种存储装置，包括：

多个导电条带(conductive  strip)所组成的多个堆叠(stack)，所述导电条带交错于

多个绝缘条带(insulating  strip)，所述堆叠包括所述导电条带的一底层(bottom 

layer)、所述导电条带的多个中间层(intermediate  layer)、及所述导电条带的一顶层

(top  layer)；

多个半导体垂直结构(semiconductive  vertical  structure)，与所述堆叠正交；

多个存储元件(memory  element)，位于所述堆叠与所述半导体垂直结构的侧表面的多

个交会点的多个邻接区域；

多个第一导线，用以控制位于所述导电条带的该顶层的多个晶体管开关(transistor 

switch)；

多个第二导线，用以控制多个局部字符线驱动器开关(local  word  line  driver 

switch)以及

多个第三导线，包括多个全局字符线(global  word  line)，所述全局字符线通过所述

局部字符线驱动器开关电性耦接至所述中间层。

2.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，还包括：

一控制电路(control  circuitry)，用以使所述第一导线选择所述堆叠的至少一第一

特定堆叠(first  particular  stack)、使所述第二导线选择所述堆叠的该至少一第一特定

堆叠、并使所述第三导线选择所述中间层的一特定层(particular  layer)。

3.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，所述局部字符线驱动器开关为多个晶体

管(transistor)，所述晶体管具有多个侧面栅(lateral  gate)，所述侧面栅位于多个侧面

导电通道(lateral  conductive  channel)之上，所述侧面导电通道电性耦接于所述导电条

带及所述第三导线。

4.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，所述局部字符线驱动器开关为多个晶体

管，所述晶体管具有围绕于垂直导电通道(vertical  conductive  channel)的多个栅

(gate)，所述垂直导电通道电性耦接于所述导电条带及所述第三导线。

5.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，不同的所述中间层电性耦接至不同的多

个阶梯接点(staircase  contact)，且不同的所述第三导线电性耦接至不同的所述阶梯接

点。

6.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，所述第二导线包括一特定译码线

(particular  decoding  line)，该特定译码线选择所述堆叠的多个，被选择的所述堆叠电

性耦接至所述第一导线的多个的一第一集合，该第一集合的不同的所述第一导线选择不同

的所述堆叠。

7.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，所述第二导线的一第一导电译码线仅选

择所述堆叠的其中之一。

8.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，还包括：

一控制回路，用以使所述第一导线选择所述堆叠的至少一第一特定堆叠、使所述第二

导线选择所述堆叠的该至少一第一特定堆叠并且不选择所述堆叠的其他部分、并使所述第

三导线选择所述中间层的至少一特定层并且不选择所述中间层的其他部分。

9.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，还包括：
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多个第四导线，包括多个位线，位线电性耦接至所述半导体垂直结构，

其中一控制回路使所述第四导线选择所述半导体垂直结构的一子集合，该子集合排列

成一列，该列正交于所述堆叠。

10.如权利要求9所述的存储装置，其特征在于，所述第三导线平行于所述第四导线。

11.如权利要求1所述的存储装置，其特征在于，还包括：

一第一译码器，电性耦接于所述第一导线；以及

一第二译码器，电性耦接至所述第二导线，其中该第一译码器及该第二译码器位于所

述堆叠上相对的一第一侧与一第二侧，且所述第一导线平行于所述第二导线。

12.一种存储装置的操作方法，包括：

使多个第一导线选择多个堆叠的至少一第一特定堆叠(first  particular  stack)，所

述堆叠由多个导电条带(conductive  strip)所组成，所述导电条带交错于多个绝缘条带

(insulating  strip)，其中所述堆叠包括所述导电条带的一底层、所述导电条带的多个中

间层、及所述导电条带的一顶层，所述第一导线控制位于该顶层的多个晶体管开关

(transistor  switch)；

使多个第二导线控制多个局部字符线驱动器开关(local  word  line  driver 

switch)，以选择所述堆叠的该至少一第一特定堆叠；以及

使多个第三导线通过所述局部字符线驱动器开关选择所述中间层的至少一特定层

(particular  layer)，所述第三导线包括多个全局字符线(global  word  line)，

其中所述第一导线、所述第二导线及所述第三导线辅助多个存储元件的至少之一的选

择，所述存储元件位于所述堆叠与多个半导体垂直结构(semiconductive  vertical 

structure)的侧表面的多个交会点的多个邻接区域，所述半导体垂直结构正交于所述堆

叠。

13.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，所述局部字符线驱动器开

关为多个晶体管，所述晶体管具有多个侧面栅(lateral  gate)，所述侧面栅位于多个侧面

导电通道(lateral  conductive  channel)之上，所述侧面导电通道电性耦接于所述导电条

带及所述第三导线。

14.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，所述局部字符线驱动器开

关为多个晶体管，所述晶体管具有围绕于垂直导电通道(vertical  conductive  channel)

的多个栅(gate)，所述垂直导电通道电性耦接于所述导电条带及所述第三导线。

15.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，不同的所述中间层电性耦

接至不同的多个阶梯接点(staircase  contact)，且不同的所述第三导线电性耦接至不同

的所述阶梯接点。

16.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，所述第二导线包括一特定

译码线(particular  decoding  line)，该特定译码线选择所述堆叠的多个，被选择的所述

堆叠电性耦接至所述第一导线的多个的一第一集合，该第一集合的不同的所述第一导线选

择不同的所述堆叠。

17.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，所述第二导线的一第一导

电译码线仅选择所述堆叠的其中之一。

18.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，还包括：

权　利　要　求　书 2/3 页

3

CN 106158021 B

3



使所述第一导线选择所述堆叠的至少一第一特定堆叠、使所述第二导线选择所述堆叠

的该至少一第一特定堆叠并且不选择所述堆叠的其他部分、并使所述第三导线选择所述中

间层的至少一特定层并且不选择所述中间层的其他部分。

19.如权利要求12所述的存储装置的操作方法，其特征在于，还包括：

使多个第四导线选择所述半导体垂直结构的一子集合，子集合排列成一列，该列正交

于所述堆叠。

20.如权利要求19所述的存储装置的操作方法，其特征在于，所述第三导线平行于所述

第四导线。
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具有译码器及局部字符线驱动器的三维与非门存储器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种高密度存储装置，且特别涉及一种以多层存储单元排列成三维立

体阵列的存储装置。

背景技术

[0002] 三维存储装置已经发展成包含垂直信道结构(vertical  channel  structure)在

内的各种变化的配置。在垂直信道结构中，包含电荷储存结构(charge  storage 

structure)的存储单元(memory  cell)设置于导电条带的水平面及垂直主动条带

(vertical  active  strip)的邻接区域。导电条带作为字符线(word  line)。垂直主动条带

包括存储单元使用的多个通道。

[0003] 存储器可以包括存储单元的多个平面，其包括多个水平导电条带(horizontal 

conductive  strip)或字符线的多个堆叠的排列。增加存储器容量的趋势促使水平导电条

带的堆叠的数量增加。水平条带选择线由行选择线(string  select  line)所选择。不幸地，

堆叠的数量的增加导致电容、噪声(noise)及耗电等问题。

[0004] 一种增加存储容量但不增加水平导电条带的堆叠的数量的方法为增加平面的数

量及阶梯接点(staircase  contacts)的数量。阶梯接点存取增加数量的平面。然而，此方法

与电性耦接于阶梯接点及译码器的导线的密度有关。这些增加的密度导致另外一些工艺的

挑战。

[0005] 目前极需发展一种采用垂直信道结构的三维集成电路存储器，以减少增加存储器

容量所带来的缺点。

发明内容

[0006] 根据本发明的各个方面，多个导线(conductive  line)例如是区块选择线(block 

select  line)，控制开关(control  switch)例如是晶体管。其他导线(例如是层选择线

(layer  select  line))携带层选择信号(layer  select  signal)，以轮流选择字符线的特

定层。晶体管控制层选择线是否电性耦接于字符线的不同层。层选择线单独时将开启已选

择层的所有的字符线。层选择线与区块选择线的组合，则可仅开启已选择层的部份的字符

线。其余导线(例如是行选择线(string  select  line))选择导电条带(conductive  strip)

的特定堆叠，例如是通过启动位于与非门行(NAND  string)的端点的存取晶体管(access 

transistor)。行选择线所携带的行选择信号及区块选择线所携带的区块选择信号均选择

导电条带的特定堆叠。此种导线的排列方式能够增加存储器容量而不会再有上述问题。本

发明的各方面将叙述如后。

[0007] 根据本发明的一方面，提供一种存储装置。存储装置包括由多个导线(conductive 

line)所组成的堆叠(stack)、多个半导体垂直结构(semiconductive  vertical 

structure)、多个存储元件(memory  element)、多个导线及一控制电路。半导体垂直结构正

交于所述堆叠。存储元件位于堆叠及半导体垂直结构的侧表面交会点的邻接区域。
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[0008] 导电条带的堆叠交错于绝缘条带。堆叠包括导电条带的一底层(bottom  layer)、

导电条带的多个中间层、及导电条带的一顶层。

[0009] 多个第一导线电性耦接于导电条带的顶层。多个第二导线及多个第三导线电性耦

接于中间层。

[0010] 控制电路用以使第一导线选择所述堆叠的一第一特定堆叠(first  particular 

stack)、使第二导线选择所述堆叠的第一特定堆叠、并使第三导线选择所述中间层的一特

定层(particular  layer)。

[0011] 根据本发明的另一方面，还包括导线所使用的一译码器(decoder)。

[0012] 根据本发明的另一方面，提供一种方法。此方法包括以下步骤：

[0013] 使多个第一导线选择多个堆叠的至少一第一特定堆叠(first  particular 

stack)。所述堆叠由多个导电条带(conductive  strip)所组成。所述导电条带交错于多个

绝缘条带(insulating  strip)。所述堆叠包括所述导电条带的一底层、所述导电条带的多

个中间层、及所述导电条带的一顶层。第一导线电性耦接于条带的顶层。

[0014] 使多个第二导线选择所述堆叠的第一特定堆叠。第二导线电性耦接于中间层。

[0015] 使第三导线选择所述中间层的一特定层。第二导线电性耦接于中间层。

[0016] 所述第一导线、所述第二导线及所述第三导线辅助多个存储元件的至少之一的选

择。所述存储元件位于所述堆叠与多个半导体垂直结构(semiconductive  vertical 

structure)的侧表面的多个交会点的多个邻接区域。所述半导体垂直结构正交于所述堆

叠。

[0017] 在一实施例中，所述第一导线为行选择线(string  select  line)。所述第二导线

电性耦接于多个开关(switch)。所述开关电性耦接所述第三导线及所述导电条带。所述第

三导线为层选择线(layer  select  line)。在一实施例中，所述开关为晶体管。所述晶体管

具有多个侧面栅(lateral  gate)。所述侧面栅位于多个侧面导电通道(lateral 

conductive  channel)之上。所述侧面导电通道电性耦接于所述导电条带及所述第三导线。

在一实施例中，所述开关为晶体管。所述晶体管具有围绕于垂直导电通道(vertical 

conductive  channel)的多个栅(gate)。所述垂直导电通道电性耦接于所述导电条带及所

述第三导线。

[0018] 在一实施例中，所述第三导线通过所述第二导线电性耦接于所述中间层。

[0019] 在一实施例中，不同的中间层电性耦接至不同的阶梯接点(staircase  contact)，

且不同的第三导线电性耦接至不同的阶梯接点。

[0020] 在一实施例中，所述第二导线包括一特定译码线(particular  decoding  line)。

特定译码线选择所述堆叠的多个。被选择的堆叠电性耦接至所述第一导线的多个的一第一

集合。第一集合的不同的第一导线选择不同的堆叠。

[0021] 在一实施例中，所述第二导线的一第一导电译码线仅选择所述堆叠的其中之一。

[0022] 在一实施例中，控制回路用以使所述第一导线选择所述堆叠的至少一第一特定堆

叠、使所述第二导线选择所述堆叠的至少一第一特定堆叠并且不选择所述堆叠的其他部

分、并使所述第三导线选择所述中间层的至少一特定层并且不选择所述中间层的其他部

分。

[0023] 在一实施例中，还包括多个第四导线。所述第四导线电性耦接于所述半导体垂直
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结构。控制回路使所述第四导线选择所述半导体垂直结构的一子集合。此子集合排列成一

列，此列正交于所述堆叠。

[0024] 在一实施例中，所述第三导线平行于所述第四导线。

[0025] 在一实施例中，还包括一第一译码器、一第二译码器及一第三译码器。第一译码器

电性耦接于所述第一导线。第二译码器电性耦接至所述第二导线。第一译码器及第二译码

器位于所述堆叠上相对的一第一侧与一第二侧，且所述第一导线平行于所述第二导线。第

三译码器电性耦接于所述第三导线。第三译码器位于所述堆叠的一第三侧。第三侧不同于

第一侧及第二侧。

[0026] 为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解，下文特举较佳实施例，并配合所

附图式，作详细说明如下：

附图说明

[0027] 图1是一实施例的二维存储器阵列的简化电路图；

[0028] 图2是一种采用垂直信道结构的三维存储器阵列的简化电路图；

[0029] 图3是一种示采用垂直信道结构的三维存储器阵列的示意图；

[0030] 图4是一种采用垂直信道结构的三维存储器阵列的上视图；

[0031] 图5是一种采用垂直信道结构的大容量三维存储器阵列的上视图；

[0032] 图6是另一种采用垂直信道结构的大容量三维存储器阵列的上视图；

[0033] 图7是另一种采用垂直信道结构的大容量三维存储器阵列的上视图；

[0034] 图8是一种采用垂直信道结构的三维存储器阵列的方块图；

[0035] 图9是类似于图8的三维存储装置的通路晶体管的简化电路图；

[0036] 图10为是一种采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视图；

[0037] 图11是另一种采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视图；

[0038] 图12～13是另一种采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视

图及剖面图；

[0039] 图14～15是另一种采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视

图及剖面图；

[0040] 图16～17是另一种采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视

图及剖面图；

[0041] 图18是本发明的一实施例的集成电路存储器的简化方块图。

[0042] 【附图标记说明】

[0043] 1、2、3：连接件阶梯

[0044] 10、11：页面缓冲器

[0045] 20、21：字符线译码器

[0046] 101：集成电路板

[0047] 120：堆叠间垂直信道结构

[0048] 130、141、142、143：连接元件

[0049] 151、152、153、161、162、163、164、165、166、171、172、173、174、175、176、181、182、

183、184、185、186：层间连接件
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[0050] 160：参考导体

[0051] 167、177、187：导电译码线

[0052] 170、190：存取晶体管

[0053] 180：交会点

[0054] 201：行选择线译码器

[0055] 203：三维与非门存储器阵列

[0056] 204：X译码器

[0057] 205：阶梯连接件

[0058] 206：全局字符线

[0059] 207：字符线电压产生器

[0060] 208：区块译码器

[0061] 209：局部字符线驱动器

[0062] 231、232、233、234、235、236：阶层

[0063] 251：垂直信道结构

[0064] 252：存储元件

[0065] 261：垂直信道结构

[0066] 262：介电质

[0067] 263、264、301、302：导电插塞

[0068] 310：水平信道结构

[0069] 312、313：截面线

[0070] 1800：集成电路

[0071] 1802：感测放大器及数据输入结构

[0072] 1805：数据输入线

[0073] 1810：控制器

[0074] 1820：偏压安排装置

[0075] 1830：总线

[0076] 1840：条带译码器

[0077] 1845：行选择及接地选择层

[0078] 1850：层译码器/区块译码器/局部字符线驱动器

[0079] 1860：三维存储器阵列

[0080] 1865：位线

[0081] 1870：位线译码器

[0082] 1875：数据总线

[0083] 1885：数据输出线

[0084] 1890：输出电路

[0085] B1、B2、B3：区块选择线

[0086] BL1、BL1  12、BL1  13、BL2、BL2  14、BL2  15、BL3、BL3  16、BL3  17、BL4、BL4  18、BL4 

19：位线

[0087] B#：导电译码线
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[0088] L1、L2、L3、L4：全局字符线

[0089] GND  34：接地点

[0090] GSL、GSL  32；GSL  210：接地选择线

[0091] SSL、SSL1、SSL2、SSL3、SSL  30、SSL1  42、SSL2  44、SSL3  46、SSL1  42、SSL2  44、

SSL3  46、SSL4  48、SSL5  50、SSL6  52、SSL#240：行选择线

[0092] WL1  22、WL1  23、WL2  24、WL2  25、WL3  26、WL3  27、WL4  28、WL4  29、WL0～WLN-1：字

符线

具体实施方式

[0093] 本发明的实施例搭配图式详细说明如下。本发明并非局限于实施例所揭露的特定

结构与方法。本发明可以透过其他特征、元件方法或其他实施方式来实现。较佳实施例仅用

以示例性的说明本发明的内容，而非用以限制本发明的保护范围。本发明的保护范围仍以

申请专利范围为准。本发明所属技术领域中具有通常知识者均可了解所叙述的内容包含其

所均等的变化型态。并且，在不同实施例中，类似的元件以类似的标号叙述。

[0094] 图1是二维存储器阵列的简化电路图。

[0095] 连接于存储单元的多个与非门(NAND)行通过位线(bit  line)BL1  12、BL2  14、BL3 

16、及BL4  18来存取。与非门行具有第一端。第一端透过位线连接于页面缓冲器(page 

buffer)10。与非门行具有第二端。第二端位于接地点GND  34。连接于页面缓冲器10的与非

门行的第一端具有多个存取晶体管(access  transistor)，其由行选择线(string  select 

line)SSL  30所控制。连接于接地点GND  34的与非门行的第二端具有多个存取晶体管，其由

接地选择线(ground  select  line)GSL  32所控制。沿着与非门行的不同的存储单元通过字

符线(word  line)WL1  22、WL2  24、WL3  26、及WL4  28来存取。字符线WL1  22、WL2  24、WL3 

26、及WL4  28由字符线译码器(word  line  decoder)20所控制。

[0096] 图2是采用垂直信道结构(vertical  channel  structure)的三维存储器阵列的简

化电路图。

[0097] 三维阵列由多个相邻的二维阵列组合而成。为了方便说明，简化电路图将多的二

维阵列并列在一起。

[0098] 与非门行分别由位线BL1  13、BL2  15、BL3  17、及BL4  19来存取。相同的位线被多

个二维阵列所共享。与非门行的第一端透过位线连接于页面缓冲器11。与非门行于接地点

GND  34具有第二端。连接于页面缓冲器11的与非门行的第一端具有存取晶体管，其受到行

选择线SSL1  42、SSL2  44、及SSL3  46的控制。特定的二维阵列的存取晶体管被对应的行选

择线SSL1  42、SSL2  44、及SSL3  46所选择与控制。连接于接地点GND  34的与非门行的第二

端具有多个存取晶体管，其受到接地选择线GSL  32的控制。沿着与非门行的不同存储单元

通过字符线WL1  23、WL2  25、WL3  27、WL4  29来存取。字符线WL1  23、WL2  25、WL3  27、WL4  29

受到字符线译码器21的控制。

[0099] 图3是采用垂直信道结构的三维存储器阵列的示意图。

[0100] 存储装置包括与非门行的存储单元的阵列。存储装置可以是双栅极垂直信道存储

阵列(double-gate  vertical  channel  memory  array，DGVC)。在图3中，三维存储器阵列包

括一集成电路基板(integrated  circuit  substrate)101及由多个导电条带所组成的多个
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堆叠。各个导电条带被绝缘材料分隔开来，且包括导电条带的一底面(接地选择线GSL)、导

电条带的多个中间层(字符线WL0～WLN-1)及导电条带的顶面(行选择线SSL)。

[0101] 多个垂直信道结构正交于所述堆叠之上，且包括堆叠间垂直信道结构(inter-

stack  vertical  channel  structure)120及连接元件(linking  element)130。堆叠间垂直

信道结构120位于堆叠之间。连接元件130位于堆叠之上且连接堆叠间垂直信道结构120。此

例的连接元件130的材质包括半导体，例如是多晶硅，其具有相对较高的掺杂浓度，以致于

连接元件130具有高于堆叠间垂直信道结构120的导电性。堆叠间垂直信道结构120用以提

供堆叠内的存储单元的信道区域。在图3中，连接元件130的材质可以包括N型重掺杂半导体

材料(N+doped  semiconductor  material)。堆叠间垂直信道结构120的材质可以包括轻掺

杂半导材料。存储元件包括连接于垂直信道结构的图案化导电层(未示出)，例如是包括连

接于感测电路(sensing  circuit)的多个全局位线(global  bit  line)。

[0102] 存储器装置包括电荷储存结构。电荷储存结构位于堆叠的中间层(字符线WL0～

WLN-1)的导电条带及堆叠间垂直信道结构120的交会点(cross-point)180。在所叙述的例子

中，位于交会点180的存储单元为垂直型态。一个堆叠间垂直信道结构120的两侧的导电条

作为双栅极(dual-gates)且可被进行读取、抹除或程序化程序。在其他实施例中，也可以采

用环绕的栅极。垂直信道结构穿越水平条带。水平条带于垂直信道结构的平截头体

(frustum)环绕存储层。参考导体160设置于条带的底层(接地选择线GSL)及集成电路基板

101之间。

[0103] 存储装置包括行选择开关(string  select  switch)及参考选择开关(reference 

select  switch)。行选择开关例如是位于条带的顶层的存取晶体管(access  transistor)

190。参考选择开关例如是位于条带的底层(接地选择线GSL)的存取晶体管(access 

transistor)170。在某些例子中，电荷储存结构的介电层作为存取晶体管170、190的栅极介

电层。

[0104] 在一实施例中，为了降低参考导体160的电阻，存储装置可以包括邻近于参考导体

160的底栅极(bottom  gate)。在读取程序期间，透过施加适当的导通电压(pass  voltage)

于基板内的掺杂井(doped  well)或井(well)、或其他的图案化导电结构，可以启动底栅极，

以增加参考导体160的导电性。

[0105] 存储装置包括连接元件。连接元件包括水平字符线及接地选择线GSL线路结构的

着陆区域(landing  rea)，以形成译码电路的阶梯接点(staircase  contact)。导电条带的

顶层的行选择线独立地耦接且受控制于行选择线译码电路(string  selection  line 

decoding  circuits)。

[0106] 中间层(字符线WL0～WLN-1)的导电条带及底层(接地选择线GSL)的导电条带连接

在一起，以减少译码器的面积并缩减存储装置的整体尺寸。顶层(行选择线SSL)的导电条带

独立地译码，以允许位线进行译码。

[0107] 存储单元可以包括连接元件(linking  element)(例如是连接元件141及142)及层

间连接件(interlayer  connector)(例如是层间连接件151及152)。于中间层(字符线WL0～

WLN-1)，连接元件141、142提供字符线的着陆区域(landing  area)。层间连接件151、152耦接

于连接元件141、142的着陆区域。连接元件包括开口，以使层间连接件穿越此开口而耦接至

较低的中间层延伸处的着陆区域。着陆区域位于层间连接件的底面及连接元件的顶面的邻
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接处。

[0108] 如图3所示，连接元件141提供连接于字符线WLN-1的着陆区域。连接元件142提供连

接于字符线WL0的着陆区域。

[0109] 如图3所示，于中间层连接字符线的层间连接件排列成阶梯结构。举例来说，层间

连接件151连接于一着陆区域，以连接中间层与字符线WLN-1。层间连接件152连接于另一着

陆区域，以连接中间层与字符线WL0。阶梯结构可以形成于一字符线译码器，其设置于存储

单元的与非门行的阵列及周边线路的边缘。

[0110] 在图3的例子中，存储装置包括连接元件及层间连接件。连接元件例如是连接于导

电条带的底层内的接地选择线GSL的连接元件143。层间连阶层例如是耦接于底层的着陆区

域的的层间连接件153。层间连接件延伸且穿越中间层(字符线WL0～WLN-1)的连接元件内的

开口。着陆区域位于层间连接件(例如是层间连接件153)的底面及连接元件(例如是连接元

件143)的顶面的邻接处。

[0111] 采用垂直信道的三维与非门存储器结构的数种例子已叙述于公元2014年5月21日

申请的共有且同时待审(co-pending)的美国专利申请号14/284,306的“三维独立双栅极闪

存(3D  Independent  Double  Gate  Flash  Memory)”美国专利申请案。本案参引合并

(incorporated  by  reference)此专利申请案。并且核准于公元2011年9月6日的美国专利

号8 ,01 3 ,3 8 3“包括多个存储器条带的非挥发半导体储存装置(No n v o la t i l e 

Semiconductor  Storage  Device  Including  a  Plurality  of  Memory  Strings)”美国专

利案、公开于公元2012年11月29日的美国专利公开号2102/0299086“半导体存储装置

(Semiconductor  Memory  Devices)”、及核准于公元2013年1月20日的美国专利号8,363,

476“存储装置、制造方法及其操作方法(Memory  Device，Manufacturing  Method  and 

Operating  Method  of  the  Same)”美国专利案均被本案同时参引合并。如这些引用的文献

所述，垂直信道存储器结构的各种字符线的设计已经发展出来，且这些均可被采用于本发

明的实施例中。

[0112] 图4是采用垂直信道结构的三维存储装置的上视图。

[0113] 连接于存储单元的多个与非门行通过位线BL1  13、BL2  15、BL3  17、及BL4  19来存

取。与非门行具有第一端及一第二端。第一端通过位线连接于一页面缓冲器。第二端连接于

接地点(未示出)。与非门行的第一端起始于受到行选择线SSL1  42、SSL2  44、及SSL3  46所

控制的存取晶体管。位于一特定垂直面的堆叠由对应的行选择线SSL1  42、SSL2  44、及SSL3 

46所选择。行选择线SSL1  42、SSL2  44、及SSL3  46控制位于特定垂直平面的存取晶体管。与

非门行的第二端连接于接地点GND  34并具有受接地选择线GSL  32所控制的存取晶体管。沿

与非门行的不同的存储单元通过字符线WL1  23、WL2  25、WL3  27、WL4  29来存取。字符线WL1 

23、WL2  25、WL3  27、WL4  29受字符线译码器21的控制。

[0114] 字符线的不同的中间层由层间连接件161、162、及163来选择。层间连接件161、

162、及163电性连接于不同中间层的着陆区域。阵列中的存储单元包括垂直信道结构251及

存储元件252。

[0115] 图5是采用垂直信道结构的大容量三维存储装置的示意图。

[0116] 通过增加行选择线的数量，并通过增加字符线堆叠的数量，图5的三维存储装置的

容量大于图4的三维存储装置的容量。所述字符线设置于增加数量的垂直平面上。增加数量
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的行选择线包括行选择线SSL1  42、SSL2  44、SSL3  46、SSL4  48、SSL5  50、及SSL6  52。增加

数量的层间连接件包括层间连接件161、162、163、164、165、及166。字符线的中间层的数量

亦对应于层间连接件的数量增加。通过导线(例如是导电译码线(conductive  decoding 

line)167，层间连接件161、162、163、164、165、及166电性连接于字符线译码器21及不同中

间层的着陆区域之间。相对于图4的较少数量的堆叠的三维存储装置，这些增加数量的堆叠

会增加容量、噪声、耗电量。

[0117] 图6是另一种采用垂直信道结构的大容量三维存储装置的示意图。

[0118] 通过增加字符线的中间层的数量，图6的三维存储装置的容量相对于图4增加。对

应于层间连接件的数量，增加的层间连接件包括层间连接件171、172、173、174、175、及176。

[0119] 层间连接件的数量与字符线的中间层的数量在第5及6图是相等的。然而，行选择

线(字符线的堆叠的垂直面)的数量减少了。另一种情况是着陆区域的排列从深度1且宽度N

变为深度N且宽度1。在本文中，深度指的是字符线长度的方向，宽度指的是位线的方向。通

过导电译码线177，间连接件161、162、163、164、165、及166电性耦接于字符线译码器21。由

于导线拥挤于狭小空间，工艺复杂度远高于图5。

[0120] 图7是另一种采用垂直信道结构的大容量三维存储装置的示意图。

[0121] 相对于图4，通过增加字符线的中间层的数量，图7的三维存储装置的容量增加了。

层间连接件增加为层间连接件181、182、183、184、185、及186。字符线的中间层的数量也对

应于层间连接件的数量而增加。

[0122] 层间连接件的数量及字符线的中间层的数量在第5、6、7图均相同。然而，行选择线

的数量(字符线堆叠在垂直平面的堆叠数量)介于图5及图6。着陆区域的排列不是深度1及

宽度N，也不是深度N及宽度1。反而，着陆区域的排列是深度2及宽度N/2。在本文中，深度指

的是字符线长度的方向，宽度指的是位线的方向。层间连接件181、182、183、184、185、及186

通过导线(例如是导电译码线187)电性连接于字符线译码器21及不同中间层的着陆区域之

间。导线被设置于比图6还要大的空间中。此空间仍然小于图5，且工艺较为复杂。

[0123] 图8是采用一种垂直信道结构的三维存储装置的方块图。

[0124] 三维与非门存储器阵列(3D  NAND  memory  array)203包括多个与非门行。与非门

行连接于存储单元，存储单元由位线存取。与非门行具有第一端及第二端，第一端透过位线

连接页面缓冲器11，第二端位于接地点。连接至页面缓冲器11的与非门行的第一端具有多

个存取晶体管，其受到行选择线的控制。行选择线受到行选择线译码器201的控制。三维与

非门阵列为多个二维阵列的类似排列。特定的二维阵列被对应的行选择线所选择，此行选

择线控制此二维阵列的存取晶体管。与非门行的不同的存储单元通过字符线进行存取，字

符线通过字符线电压产生器(word  line  voltage  generator)207启动。层译码器(layer 

decoder)及状态机电路(state  machine  circuitry)(未示出)位于字符线电压产生器207

中，以控制不同全局字符线(global  word  line)206的电压。举例来说，抹除、程序化及读取

程序可透过字符线电压产生器207来控制不同的全局字符线206具有不同的电压以进行抹

除、程序化及读取等程序。字符线电压产生器207透过阶梯连接件(staircase  contact)205

及局部字符线驱动器(local  word  line  driver)209电性耦接于三维与非门存储器阵列

203的局部字符线。局部字符线驱动器可以作为如同晶体管的开关，来使全局字符线206电

性连接或断开于三维与非门存储器阵列203的局部字符线。页面缓冲器11至位线的信号、行
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选择线译码器201至行选择线的信号、字符线电压产生器207经由局部字符线驱动器209至

局部字符线的信号的组合可以充指出三维阵列中的一个存储单元。

[0125] 局部字符线驱动器209控制多个开关，所述开关透过阶梯连接件205电性耦接全局

字符线206至三维与非门存储器阵列203的局部字符线。区块译码器(block  decoder)208执

行区块译码，以开启或关闭局部字符线驱动器209的一群开关。全局字符线驱动器207可以

提供电压至一个中间层的多个字符线，局部字符线驱动器209关闭被全局字符线206启动的

中间层的一部分字符线。

[0126] 从字符线电压产生器207而来的导电的全局字符线206平行于从页面缓冲器11而

来的导电的位线。在此实施例中，SSL译码器201及X译码器(X-decoder)204位于三维与非门

存储器阵列203的两侧。X译码器204可以包括局部字符线驱动器209及区块译码器208。

[0127] 在三维与非门存储器阵列及阶梯连接件205中，虚线表示相互电性绝缘的不同的

区块。这样的电性绝缘允许在特定中间层中以不同的区块选择线(block  select  line)启

动部份的局部字符线。

[0128] 一个区块可以是与非门闪存(NAND  flash)中最小的抹除单元。以二维与非门而

言，各个区块具有一个行选择线SSL/接地选择线GSL。在三维与非门中，多个行选择线SSL及

一个接地选择线GSL可以位于单一个区块中。闪存具有有限的生命周期；举例来说，一个快

闪存储单元在1000次的程序化/抹除周期后，将会崩坏。为了增存储器芯片的生命周期，各

区块的数据读取/写入必须平衡。在有损坏的区块下，良好的区块依然能够使用。本发明的

最小单位为区块(block)。在二维与非门中，区块尺寸为NBL*NWL。在三维与非门中，区块尺寸

为NBL*NWL*NssL。NBL为一个区块的位线的数量。NWL为一个区块的字符线的数量。NSSL为一个区

块的行选择线SSL的数量。

[0129] 图9是类似于图8的三维存储器装置的阶梯连接件的通路晶体管(pa s s 

transistor)的简化电路图。

[0130] 字符线电压产生器207控制不同的全局字符线(例如是全局字符线L1、L2、L3、及

L4)具有不同的电压来实现抹除、程序化及读取等程序。

[0131] 不同的全局字符线L1、L2、L3、及L4分别开启/关闭字符线的不同层。全局字符线L1

电性耦接至第一阶层(staircase  step  1)。全局字符线L2电性耦接至第二阶层(staircase 

step  2)。全局字符线L3电性耦接至第三阶层(staircase  step  3)。全局字符线L4电性耦接

至第四阶层(staircase  step4)。不同的阶层电性耦接至字符线的不同的中间层。如上所

述，各个阶层可以是受区块选择信号(block  select  signal)控制的阶梯连接件

(staircase  contact)的任何集合。

[0132] 区块译码器208控制晶体管而做为字符线驱动器，以切换全局字符线的信号是否

抵达对应的阶梯连接件及对应的字符线中间层。区块译码器208产生的信号由导电的区块

选择线(block  select  line)B1、B2、及B3携带。区块选择线B1、B2、及B3分别启动及关闭字

符线驱动器的特定区块，以启动及关闭特定中间层的局部字符线。各个导电的区块选择线

B1、B2、及B3控制一列的字符线驱动器晶体管，所述字符线驱动气晶体管连接至不同的连接

件阶梯(staircase  of  contacts)。不同的连接件阶梯相互电性绝缘。区块选择线B1控制连

接至连接件阶梯(contact  staircase)1的一列字符线驱动器晶体管。区块选择线B2控制连

接至连接件阶梯(contact  staircase)2的一列字符线驱动器晶体管。区块选择线B3控制连
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接至连接件阶梯(contact  staircase)3的一列字符线驱动器晶体管。连接件阶梯1、2、及3

相互电性绝缘。

[0133] 图10是具有通路晶体管(pass  transistor)且采用垂直信道结构的三维存储装置

的上视图。通路晶体管启动关联于三维存储装置的一行选择线的的特定字符线。

[0134] 字符线电压产生器207产生的信号由导电的全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6所

携带。全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6启动及关闭字符线的不同层。全局字符线L1电性耦

接于阶层231。全局字符线L2电性耦接于阶层232。全局字符线L3电性耦接于阶层233。全局

字符线L4电性耦接于阶层234。全局字符线L5电性耦接于阶层235。全局字符线L6电性耦接

于阶层236。

[0135] 区块译码器208控制字符线驱动器晶体管。字符线驱动器晶体管切换全局字符线

的信号是否抵达对应的层间连接件及局部字符线的对应的中间层。举例来说，位于区块选

择线B1及全局字符线L1交会处的字符线驱动器晶体管具有环绕栅极结构(gate  all 

around  structure)，其具有穿越介电质(dielectric)262的垂直信道结构261。区块译码器

209产生的信号由区块选择线B1、B2、及B3携带。区块选择线B1、B2、及B3分别开启与关闭特

定的字符线驱动器晶体管，并启动与关闭各个中间层的特定区块的局部字符线。

[0136] 阵列内的存储单元包括垂直信道结构251及存储元件252。垂直信道结构可以包括

能够做为存储元件的通道的半导体材料，例如是硅(Si)、锗(Ge)、硅化锗(SiGe)、砷化镓

(GaAs)、硅化碳(SiC)及Graphene。存储装置的存储元件可以包括电荷储存结构(charge 

storage  structure)，例如是闪存技术熟知的多层介电电荷陷获结构(multilayer 

dielectric  charge  trapping  structure)。多层介电电荷陷获结构例如是ONO(oxide-

nitride-oxide)、ONONO(oxide-nitride-oxide-nitride-oxide)、SONOS(silicon-oxide-

nitride-oxide-silicon)、BE-SONOS(bandgap  engineered  silicon-oxide-nitride-

oxide-silicon)、TANOS(tantalum  nitride，aluminum  oxide，silicon  nitride，silicon 

oxide，silicon)、及MA  BE-SONOS(metal-high-k  bandgap-engineered  silicon-oxide-

nitride-oxide-silicon)。

[0137] 连接存储单元的与非门行通过位线BL1、BL2、BL3、及BL4所存取。位线沿着局部字

符线选择不同位置的存储单元。相同的位于线沿着不同中间层的局部字符线选择存储单

元。与非门行具有第一端。第一端透过位线连接于页面缓冲器11。与非门行具有第二端。第

二端位于接地点。连接于页面缓冲器11的与非门行的第一端具有由行选择线SSL1、SSL2、及

SSL3所控制的多个存取晶体管。连接于接地点的与非门行的第二端具有由接地选择线GSL

所控制的多个存取晶体管。

[0138] 第一行与非门行通过接地点SSL1开启及关闭。位于第一行与非门行的局部字符线

的晶体管通过接地点B1所控制。第二行与非门行通过行选择线SSL2开启及关闭。位于第一

行与非门行的局部字符线的晶体管通过区块选择线B2所控制。第三行与非门行通过行选择

线SSL3开启及关闭。位于第三行与非门行的局部字符线的晶体管通过区块选择线B3所控

制。

[0139] 如此一来，即使字符线电压产生器207产生的全局字符线电压耦接于位于同一中

间层的多个局部字符线，区块译码器208可以仅启动所选择的一部分的局部字符线驱动器

晶体管。藉此，可以在同一中间层中仅启动所选择的一部分的局部字符线。举例来说，字符
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线电压产生器207可以采用导电的全局字符线L1来透过阶层231选择顶端中间层的多个局

部字符线。从这些局部字符线中，区块选择线B1仅启动相关于行选择线SSL1的晶体管，区块

选择线B2仅启动相关于行选择线SSL2的晶体管，区块选择线B3仅启动相关于行选择线SSL3

的晶体管。

[0140] 层选择线(layer  select  line)平行于字符线。行选择线SSL决定了垂直线宽

(vertical  pitch)。字符线及层选择线决定了水平线宽(horizontal  pitch)。区块选择线

的数量可以等于或少于行选择线SSL的数量。

[0141] 图11是采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储结构的上视图。通路晶体

管启动相关于多个行选择线的特定字符线。

[0142] 图10与图11的三维存储装置的排列类似。然而，在图11中，区块译码器208产生的

信号由导电译码线B#携带。导电译码线B#启动及关闭对应于多个行选择线的特定的字符线

晶体管。在图11中，与非门行的全部晶体管通过导电译码线B#所控制的字符线驱动器晶体

管来开启与关闭。与非门行由行选择线SSL1、SSL2、及SSL3开启及关闭。相对地，在图10中，

区块译码器208产生的信号由区块选择线B1、B2、及B3所携带，并分别开启及关闭对应于一

个行选择线的特定区块的字符线驱动器晶体管。在其他实施例中，区块选择线可以启动及

关闭对应于其他数量的行选择线的特定区快的字符线驱动器晶体管。

[0143] 图12及图13是采用垂直信道结构且具有通路晶体管的三维存储装置的上视图及

侧视图。通路晶体管启动关于一个行选择线的特定一部份的字符线。

[0144] 图10及图11的不同的三维存储装置的部份元件更详细地叙述于图12及图13。图12

及图13详细显示了图10的三维存储装置的行选择线及区块选择线，例如是行选择线SSL1及

区块选择线B1、或行选择线SSL2及区块选择线B2、或行选择线SSL3及区块选择线B3。图12及

图13亦详细显示了图11的三维存储装置的行选择线及区块选择线，例如是行选择线SSL2及

导电译码线B#。

[0145] 导电的全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6分别启动及关闭阶层231、232、233、234、

235、及236。导电的全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6分别携带字符线电压产生器所产生的

信号至阶层231、232、233、234、235、及236。

[0146] 全局字符线L1透过字符线驱动器晶体管电性耦接于层间连接件的阶层231。全局

字符线L2透过字符线驱动器晶体管电性耦接于层间连接件的阶层232。全局字符线L3透过

字符线驱动器晶体管电性耦接于层间连接件的阶层233。全局字符线L4透过字符线驱动器

晶体管电性耦接于层间连接件的阶层234。全局字符线L5透过字符线驱动器晶体管电性耦

接于层间连接件的阶层235。全局字符线L6透过字符线驱动器晶体管电性耦接于层间连接

件的阶层236。

[0147] 区块译码线(例如是导电译码线B#)携带来自区块译码器的信号以控制字符线驱

动器晶体管。字符线驱动器晶体管切换全局字符线的信号是否抵达对应的层间连接件及局

部字符线的对应的中间层。举例来说，于导电译码线B#及全局字符线L1交会处的导线字符

线驱动器晶体管具有环绕栅极结构(gate  all  around  structure)。环绕栅极结构具有垂

直信道结构261，其穿越环绕垂直信道结构261的介电质262。字符线驱动器晶体管的垂直信

道结构261通过导电插塞(conductive  plug)263、264电性耦接于全局字符线L1及区域字符

线平面231。导电译码线B#与其他全局字符线L2、L3、L4、L5、及L6的交会处亦具有对应的字
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符线驱动器晶体管，其具有环绕栅极结构。

[0148] 导电译码线B#携带来自区块译码器的信号，以启动及关闭字符线驱动器晶体管及

局部字符线。导电译码线B#启动及关闭电性耦接于全局字符线L1及阶层231的字符线驱动

器晶体管、电性耦接于全局字符线L2及阶层232的字符线驱动器晶体管、电性耦接于全局字

符线L3及阶层233的字符线驱动器晶体管、电性耦接于全局字符线L4及阶层234的字符线驱

动器晶体管、电性耦接于全局字符线L5及阶层235的字符线驱动器晶体管、电性耦接于全局

字符线L6及阶层236的字符线驱动器晶体管。

[0149] 阵列的存储单元包括由位线BL1所存取的垂直信道结构251及存储元件252。其余

位线BL2、BL3、及BL4也存取包括垂直信道结构及存储元件的类似的存储单元。连接于存储

单元的与非门行由位线BL1、BL2、BL3、及BL4所存取。位线沿着阶层231、232、233、234、235、

及236的不同位置选择存储单元。

[0150] 相同的位线沿着不同中间层选择存储单元。与非门行具有第一端。第一端通过位

线BL1、BL2、BL3、及BL4连接于页面缓冲器。与非门行具有第二端。第二端位于接地点。连接

于页面缓冲器的与非门行的第一端具有由行选择线SSL#240所控制的存取晶体管。与非门

行的第二端具有由接地选择线层(ground  select  line  plane)GSL  210所控制的存取晶体

管，以电性连接与非门行至接地点。

[0151] 与非门行通过行选择线SSL#启动及关闭。与非门行中的字符线的晶体管通过导电

译码线B#来启动及关闭。

[0152] 如此一来，即使字符线电压产生器207产生的全局字符线电压连接至同一中间层

的多个局部字符线，区块译码器208可以仅启动局部字符线驱动器晶体管的一部份，并藉此

可以仅启动同一中间层的部份的局部字符线。举例来说，字符线电压产生器可以导电的全

局字符线L1通过阶层231来选择顶部中间层。

[0153] 图14及图15是采用垂直信道结构且具有薄膜通路晶体管(thin  film  pass 

transistor)的三维存储装置的上视图及剖面图。通路晶体管启动关于行选择线的字符线。

[0154] 图14具有截面线312，其用来指出图15的剖面的位置。

[0155] 图14的三维存储装置相似于图11的三维存储装置，其与非门行的字符线的存储单

元通过导电译码线B#来启动及关闭。与非门行通过行选择线SSL1、SSL2、及SSL3来启动或关

闭。然而，图11由导电译码线B#所控制的晶体管具有环绕栅极结构(gate  all  around 

s tructure) ，图14由导电译码线B#所控制的晶体管为薄膜晶体管(thin  f ilm 

transistor)。

[0156] 全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6携带由字符线电压产生器所产生信号至阶层

231、232、233、234、235、及236。全局字符线L1、L2、L3、L4、L5、及L6电性耦接于导电插塞(例

如是导电插塞301)。导电插塞(例如是导电插塞301)电性耦接于水平信道结构(horizontal 

channel  structure)310的一第一端。在图14的上视图中，含有导电插塞301的一列导电插

塞以实线显示，此列位于水平信道结构310之上。水平信道结构310的材料可以相同于垂直

信道结构251的材料。或者，水平信道结构310及垂直信道结构251可选用不同的材料。水平

信道结构310的第二端电性耦接于导电插塞(例如是导电插塞302)。在图14的上视图中，含

有导电插塞302的一列导电插塞以虚实线显示，此列位于水平信道结构310之下。

[0157] 图15示出了位于水平信道结构310之上的导电插塞301及位于水平信道结构之下
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的导电插塞302。

[0158] 在含有导电插塞302的一列导电插塞中，对应于全局字符线L1的导电插塞电性耦

接于阶层231的层间连接件，对应于全局字符线L2的导电插塞电性耦接于阶层232的层间连

接件，对应于全局字符线L3的导电插塞电性耦接于阶层233的层间连接件，对应于全局字符

线L4的导电插塞电性耦接于阶层234的层间连接件，对应于全局字符线L5的导电插塞电性

耦接于阶层235的层间连接件，对应于全局字符线L6的导电插塞电性耦接于阶层236的层间

连接件。

[0159] 图15未示出阶层231的层间连接件。类似地，于全局字符线L1的剖面中，阶层231位

于阶层232之上，水平信道结构310的第二端通过较短的导电插塞302连接于阶层231。类似

地，于全局字符线L3的剖面中，阶层233位于阶层232之下，水平信道结构310的第二端通过

较长的导电插塞302连接于阶层233。类似地，于全局字符线L4的剖面中，阶层234位于阶层

232之下，水平信道结构310的第二端通过较长的导电插塞302连接于阶层234。类似地，于全

局字符线L5的剖面中，阶层235位于阶层232之下，水平信道结构310的第二端通过较长的导

电插塞302连接于阶层235。类似地，于全局字符线L6的剖面中，阶层236位于阶层232之下，

水平信道结构310的第二端通过较长的导电插塞302连接于阶层236。

[0160] 图16及图17是另一种采用垂直信道结构且具有薄膜通路晶体管(thin  film  pass 

transistor)的三维存储装置的上视图及剖面图。通路晶体管启动关于行选择线的字符线。

图16具有截面线313，其用来指出图17的剖面的位置。

[0161] 图16～17与图14～15的三维存储装置类似。然而，图14～15的水平信道结构310并

未延伸至导电插塞302之上；在图16～17中，水平信道结构310延伸至导电插塞302之上。

[0162] 在其他实施例中，区块译码器所控制的字符线驱动器晶体管具有长度大于1.5μm

的长通道。

[0163] 图18为根据本发明一实施的集成电路存储器的简化方块图。

[0164] 集成电路1800包括三维存储器阵列1860，其位于集成电路板。

[0165] 条带译码器1840耦接于存储器阵列1860内的行选择及接地选择层1845。位线译码

器1870连接于存储器阵列1860内的位线1865，以读取与程序化存储器阵列1860的存储单

元。在层译码器/区块译码器/局部字符线驱动器1850中，区块译码器电性耦接于字符线驱

动器的多个方块。字符线驱动器例如是一晶体管，其可以电性耦接或电性分离存储器阵列

1860中的全局字符线与局部字符线。并且在层译码器/区块译码器/局部字符线驱动器1850

中，层译码器控制提供至全局字符线的程序化、抹除及读取电压。地址通过总线1830提供至

位线译码器1870、条带译码器1840及层译码器/区块译码器/局部字符线驱动器1850。感测

放大器及数据输入结构(sense  amplifiers  and  data-in  structure)1802利用数据总线

1875耦接至位线译码器1870。来自感测放大器的感测数据通过数据输出线1885提供至输出

电路(output  circuit)1890。输出电路1890输出感测数据至集成电路1800外部的一目的

地。输入数据透过数据输入线(data-in  line)1805从集成电路1800的输入/输出埠或集成

电路1800的内部或外部数据源输入。数据源例如是一般用途处理器、特殊应用电路、三维存

储器阵列1860所支持具有系统整合芯片(system-on-a-chip)功能的模块。

[0166] 在图18的例子中，控制器1810控制偏压安排装置1820提供的读取或程序化电压。

控制器1810可以包括多层次储存(multi-level  cell，MLC)的程序化及读取模式。控制器
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1810可以采用习知特殊应用逻辑电路(special-purpose  logic  circuitry)。在另一实施

例，控制器包括一般用途处理器(general-purpose  processor)。在其他实施例中，控制器

可以是一般用途处理器及特殊应用逻辑电路的组合。

[0167] 集成电路1800可以支持字符线驱动器开关，例如是晶体管。所述晶体管通过区块

译码器来开启及关闭字符线。存储器阵列1860可以包括第一导线。第一导线连接于导电条

带的顶层，以根据行选择线译码器选择第一特定堆叠。存储器阵列1860可以包括第二导线。

第二导线电性耦接于多个中间层，以根据区块译码器选择第一特定堆叠。存储器阵列1860

可以包括第三导线。第三导线电性连接于中间层，以根据层译码器选择特定层。

[0168] 在一些实施例中，行选择线为扭曲的(twisted)，使得多组分离行选择线可以存取

阵列。在一些实施例中，位线为扭曲的，使得多组位线可以存取阵列。

[0169] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详

细说明，应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡在

本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护

范围之内。
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